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 第２章では、ミスト CVD による α-Ga2O3 の結晶成長において、不純物の混入を低減
するために、炭素フリーの塩化ガリウムを原料とした結果について述べている。これ
により、炭素および塩素の混入量を実験に用いた二次イオン質量分析装置の検出限界
以下  (それぞれ、<11017 cm-3、<11015 cm-3) に低減することに成功している。また
GaCl と GaCl3 ガスの濃度に律速される結晶成長メカニズムを提唱し、これをもとに成




 第３章では、多層構造デバイスを目的に、α-(Al,Ga)2O3 混晶薄膜上における Ga2O3 の
結晶構造の制御について述べている。これは、 α-(Al,Ga)2O3 混晶薄膜上では、α-Ga2O3
よりも格子整合度の高い ε-Ga2O3 が成長しやすくなるためである。下地となる
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 第５章では、急峻な界面構造を持つヘテロ接合デバイスの作製には MBE を用いるこ
とが望ましいと提言し、MBE によるコランダム構造結晶の成長条件について調べてい
る。m 面基板の利用により、α-(AlxGa1-x)2O3 混晶の全組成域においてコランダム構造が
得られ、5.348.56 eV にわたるバンドギャップ変調に成功している。一方、Ga-rich の
サンプルには積層欠陥が多くみられ、結晶品質の向上が必要であると提言している。  
 

















1. ミスト CVD による α-Ga2O3 の結晶成長において、炭素フリーの塩化ガリウムを原
料に用い、不純物である炭素および塩素の混入量を実験に用いた二次イオン質量
分析装置の検出限界以下  (それぞれ、<11017 cm-3、<11015 cm-3) に低減した。ま
た GaCl と GaCl3 ガスの濃度に律速される結晶成長メカニズムを提唱し、これをも
とに成長条件を最適化して、RMS 粗さ  0.19 nm の平坦な表面モフォロジーと、数
nm/min~130nm/min (7.8μm/h) の広い範囲での成長速度制御を実現した。  
2. 多層構造デバイスを目的に、α-(Al,Ga)2O3 混晶薄膜上における Ga2O3 の結晶構造の
制御について調べた。これは、この混晶薄膜上では、α-Ga2O3 よりも格子整合度の





状転位密度が約 2 桁減少することを示した。また、横方向選択成長を行い、 a 面
基板上において、マスク中心直上の貫通転位密度を実験に用いた透過型電子顕微
鏡での観察限界以下  (<1.6107 cm-2) にまで低減させた。  
4. 急峻な界面構造を持つヘテロ接合デバイスの作製には MBE を用いることが望ま
しいという観点で、MBE によるコランダム構造結晶の成長条件について調べた。
m 面基板の利用により、α-(AlxGa1-x)2O3 混晶の全組成域においてコランダム構造が
得られ、5.348.56 eV にわたるバンドギャップ変調に成功した。一方、Ga-rich の
サンプルには積層欠陥が多くみられ、結晶品質の向上が必要であることを明らか
にした。  
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